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Tesisini membahas tentang analisis dan perancangan divais dioda tunnel dari bahan silikon yang
dipabrikasikan dengan menggunakan teknologi planar. Pabrikasi divais disesuaikan dengan teknologi,
peralatan dam bahan yang tersedia pada L aboratorium Hikroelektronika, Puslitbang TELKOHA LIPI,
Bandung sebagai tempat proses pembuatan.

Daamtesisini dirancang 3 divais dioda tunnel, dengan berbagai konsetrasi impurity lapisan tipe n+, tetapi
bentuk dan ukuran geometrinya sgja. K etiga rancangan tersebut disimulasikan dengan program perangkat
lunak SPICES2B, HATLAB dan WINHCAD untuk nenperoleh kurva karakteristik 1-V dan hubungan antara
konsentrasi impurity bahan dengan untuk kerja untuk sinyal kecil. Unjuk kerjatersebut neliputi figure of
merit, daya maksimum dan efisiensi.

K etiga rancangan dipabrikasi menggunakan teknologi difus planar, parameter proses yang dipakai dari hasil
simulasi program perangkat lunak SSUPREH.

Hasil simulasi menunjukkan suatu karakteristik divais yang apabila konsentrasi impurity pada bahan tipe n+
(ND) dinaikkan, maka performasi dari diodatunnel meningkat. Setelah dipabrikasi dan diukur, divaistelah
menunjukkan fenomena dioda tunnel.
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